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Desde a Gltima década o Grafeno tem sido muito estudado em funcdo das suas
excelentes propriedades fisicas e quimicas e facil manipulacdo. Por ser um material 2D, o
Grafeno oferece a possibilidade de integracéo a tecnologia de semicondutores existente para a
proxima geracdo de dispositivos eletrdnicos e sensores. Neste contexto, a compreensao da
interface grafeno-semicondutor e grafeno-isolador-semicondutor é de interesse para vérias
aplicacOes. Estudos realizados nos ultimos anos mostraram que o Grafeno é capaz de formar
jungbes com semicondutores 3D e 2D, comportando-se como um bom diodo Schottky. A
principal novidade destes dispositivos é a possibilidade de ajuste da altura da barreira de
Schottky, caracteristica que torna a juncdo grafeno-semicondutor e grafeno-isolador-
semicondutor uma boa plataforma para o estudo de mecanismos de transporte de interface,
bem como para aplicacbes em foto-deteccdo, comunicacGes de alta velocidade, células
solares, deteccdo quimica e biolodgica, etc.

O Grafeno utilizado neste trabalho foi crescido pela técnica de Deposi¢do Quimica a
partir da fase Vapor (CVD) sobre substrato de cobre. O crescimento é feito em um reator
aquecido a 1000°C utilizando fluxo de hidrogénio ¢ metano. Apds o crescimento as amostras
séo transferidas do substrato de cobre para o substrato de SiO.-Si. A transferéncia do Grafeno
para um substrato semicondutor ou dielétrico € importante pois o Grafeno ndo apresenta
muitas aplicacGes praticas sobre substratos metalicos. O processo de transferéncia é feito
através da deposicdo de PMMA sobre o Grafeno (ainda sobre cobre), seguida da remocéo do
conjunto PMMA-Grafeno do substrato de cobre para um substrato de SiO-SiC.

Para investigacOes preliminares foram fabricadas estruturas Grafeno-SiO.-Si com 4
contatos de indio. Nestas estruturas foram feitas medidas das resisténcias dos contatos e
medidas de efeito Hall para a obtencdo dos valores da mobilidade de portadores de carga e
determinacdo do tipo de portadores (lacunas ou elétrons) no grafeno. Os valores obtidos para
as resisténcias dos contatos das amostras foram, no geral, na casa as dezenas de kilohms. Os
valores da mobilidade obtidos variaram entre 160 cm® V' s™' e 460 cm? V' 5!, Estes valores
de mobilidade estdo bastante abaixo dos reportados na literatura (cerca de 10* cm* V' s
para estruturas de Grafeno sobre SiO.-Si) e também abaixo dos valores medidos para uma
amostra comercial com estrutura de Grafeno sobre SiO2-Si (em torno de 1300 cm?*V ~'s 7).
Esta discrepancia é atribuida a problemas no crescimento e transferéncia do Grafeno.

Atualmente as amostras estdo sendo tratadas com plasma de O, ou de Ar para estudar
a evolucdo das suas propriedades elétricas com estes tratamentos. Apds cada ciclo sdo
medidas as caracteristicas elétricas. O estudo visa entender a diferenca entre tratamento com
plasma reativa (O;) e plasma de gas inerte (Ar) para posterior uso nas estruturas de
dispositivos.



